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A 1.42 1.62 0.056 0.064
A1 0.66 0.86 0.026 0.034
b 0.35 0.56 0.014 0.022
b1 0.42TYP 0.016TYP
C 0.36 0.51 0.014 0.02
D 3.9 4.1 0.154 0.162
D1 2.97 3.27 0.117 0.129
E 2.9 3.1 0.114 0.122
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A 1.05 1.300 0.041 0.051
A1 0 0.15 0 0.006
A2 1.00 1.20 0.039 0.047
b 0.3 0.5 0.012 0.02
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A 0.90 1.15 0.035 0.045
A1 0 0.10 0 0.004
A2 0.90 1.10 0.035 0.043
b 0.3 0.5 0.012 0.02
c 0.132 0.202 0.005 0.008
D 2.80 3.00 0.11 0.118
1.2 14 0.047 0.055
E1 2.25 2.55 0.089 0.10
e 0.950 TYP 0.037 TYP
Www.jsmsemi.com 8 , 9



¥ JSMICRO JSM510

SEMICONDUCTOR
el 1.8 2 0.071 0.079
L 0.3 0.5 0.012 0.020
X 1.460TYP 0.057TYP
y 0.650TYP 0.026TYP
z 0.500TYP 0.020TYP
0 0 8° 0 8
e = — 4
iFESEIn

1ERG R R8RSR, EERRRRFEIRET N TR EHE.
2 ERRERITRETR N R E R EINRIRR4I NS5 | LAIHURALA.
3ENSEERERY 350°C, FEAEAET 5 7.,

A PREERCHZEMRELE, FENKIBETSECcEIER.

Www.jsmsemi.com 9 , 9



